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Корисна модель належить до галузі приладобудування, зокрема до пристроїв для контролю 
та регулювання виробничих процесів, і може знайти застосування в різних промислових 
виробництвах, які потребують нових та ефективних сенсорів для реєстрації рентгенівського 
випромінювання. 

Відоме використання тонких плівок йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I у ролі 5 
твердоелектролітичного джерела енергії [1]. 

Найбільш близьким до запропонованого є використання у ролі сенсорів для реєстрації 
рентгенівського випромінювання матеріалів на основі гетеропереходу CdS-Cu2S [2]. Недоліком 
даного матеріалу є складність його виготовлення у вигляді сандвіч-структури, що ускладнює 
його використання при конструюванні сенсорів [2]. Кращих результатів можна добитися з 10 
використанням технології нереактивного радіочастотного магнетронного напилення тонких 
плівок на основі сполук зі структурою аргіродиту, наприклад тонких плівок на основі сполуки 
Cu7GeS5I. 

Задача корисної моделі полягає у розширенні функціональних можливостей тонких плівок 
CuvGeSsI та одержанні на їх основі такого матеріалу для сенсора для реєстрації 15 
рентгенівського випромінювання, який був би більш технологічним та простішим у виготовленні 
ніж прототип. 

Поставлена задача вирішується тим, що використовують відому хімічну сполуку - йодид-
пентатіогерманат міді Cu7GeS5I у формі тонкої плівки у ролі матеріалу, для сенсора для 
реєстрації рентгенівського випромінювання. 20 

Під час опромінювання тонка плівка розміщувалась на відстані 50 мм від вихідного 
берилієвого вікна рентгенівської трубки. Анодна напруга та струм трубки складали 33 кВ та 15 
мА, відповідно. Максимальна енергія випромінювання складала порядку 30 кеВ, а енергія 
випромінювання з максимальною інтенсивністю (лінія Сu Кα) - 8 кеВ. Час опромінення складав 
25, 60 та 120 хв., тоді як інтервали часу, які характеризують енергетичний флуенс 25 
рентгенівського випромінювання, становили 0, 25, 85 та 205 хв. При дослідженні спектрів 
пропускання світла в опромінених плівках виявлено червоне зміщення короткохвильової 
частини спектрів пропускання та інтерференційних максимумів (Фіг. 1). Спектри пропускання 
використовувалися для одержання спектральних залежностей коефіцієнта поглинання та 
дисперсії показника заломлення за відомою методикою [3]. За результатами аналізу 30 
спектральних залежностей коефіцієнта поглинання та дисперсії показників заломлення були 
одержані залежності ширини псевдозабороненої зони E

α
g та показника заломлення п плівки від 

часу рентгенівського опромінювання (Фіг. 2). Отримані залежності свідчать про чутливість 
тонких плівок на основі йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I до рентгенівського 
випромінювання та можуть стати основою для створення на їх основі сенсорів для реєстрації 35 
рентгенівського випромінювання. 

Таким чином, тонка плівка на основі йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I проявляє 
чутливість до рентгенівського випромінювання і може бути використана для розробки сенсорів 
для реєстрації рентгенівського випромінювання. Перевага над прототипом полягає у тому, що 
тонка плівка на основі йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I є більш технологічною та 40 
простішою у виготовленні, що є визначальним при проектуванні та конструюванні сучасних 
сенсорних систем та пристроїв. 

Приклад. 
Для одержання 10 г речовини Cu7GeS5I брали 4.5428 г Сu, 2.2920 г S, 0.4428 г Р та 3.7228 г 

СuІ і загружали у кварцеву ампулу довжиною 160 мм та діаметром 20 мм. Ампулу відкачували 45 
до залишкового тиску 10

-2
 Па і далі проводили синтез у такий спосіб: проводили нагрівання зі 

швидкістю 100 К/год. до температури 450-500 К і витримували при ній протягом 24 годин; з 
швидкістю 100 К/год. температуру доводили до максимальної - 750-800 К і витримували при ній 
протягом 5-6 діб; проводили охолодження до кімнатної температури з швидкістю 100 К/год. Для 
нанесення тонких плівок Cu7GeS5I на скляну підкладинку використовувався спосіб 50 
нереактивного радіочастотного магнетронного напилення. Напилення здійснювалося з 
використанням 2-дюймової мішені, отриманої пресуванням полікристалічного порошку 
Cu7GeS5I, яка розміщувалася на відстані 90 мм від скляної підкладинки. При підібраній 
потужності в 90 Вт забезпечувалася швидкість нанесення плівки 3 нм/хв. Час напилення 
складав 180 хв., що дало можливість напилити плівку товщиною 500 нм. Напилення 55 
проводилося при кімнатній температурі в атмосфері Аг, повний тиск у камері напилення 
утримувався постійним і рівним 4 × 10'' Па. Таким чином отримана тонка плівка на основі йодид-
пентатіогерманату міді Cu7GeS5I являється основним елементом сенсора для реєстрації 
рентгенівського випромінювання. 
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Застосування тонких плівок на основі йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I у пристроях 
для контролю та регулювання виробничими процесами дозволяє покращити характеристики 
сенсорів для реєстрації рентгенівського випромінювання, оскільки забезпечується їх висока 
технологічність, хімічна стійкість, компактність та мініатюрність. 

Використання йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I у ролі матеріалу сенсора для 5 
реєстрації рентгенівського випромінювання дає можливість застосовувати його в різних 
промислових виробництвах, які потребують нових та ефективних сенсорних систем та 
пристроїв. Планується використання тонких плівок на основі йодид-пентатіогерманату міді 
Cu7GeS5I в наукових лабораторіях при виконанні фундаментальних досліджень нових 
сенсорних матеріалів. 10 
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